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Cristais de YLF:Nd emitem radiacao laser em duas pglérizagoes (m=1,047mm e clt
1.053 nm) de acordo com a orientacao do eixo crisEalograf%co € em relacio ao campo  ele
trico da radiacao laser. Os cristais comerciais sao crescidos com perpe?d1su1af a%e%zo
do bastao, onde a polarizacao T apresenta méior.ganho e a obtengaQ da radlag;o ge O.tl a
pelo uso de polarizadores intracavidade. Cristais de YLF:Nd cresc1§o§hno'IPE com eixo
paralelo ao eixo do bastao (4 = 5,8 mm, £ = 76 mm) apreﬁentaram.ef}c1enc1a de acao a§§r
da radiacao o0 comparavel aos cristais importados_que emitem raqlagao T , sem a necessi %
de do uso de optica intracavidade._Detalhes do metodo de crescimento, caracterizacao
comparacao com outros cristais serao apresentados.

bEF/9 :10/42¢f, ! A INFLUENCIA DAS IMPUREZAS INTRODUZIDAS NOS H.A. NA GERAGAO E ESTABI-
LIPADE TERMICA E OTICA DE BURACOS EM BANDAS INOMOGENEAS DE CENTROS DE COR, PARA APLICA-
GXo A MEMORIA QTICA DE ALTA DENSIDADE. Liliane Ventura e Prof. Dr. Maximo  Siu Li. -
Instituto de Fisica e Quimica de S3o Carlos - USP, Cx. Postal 369, 13560 Sao Carlos, SP.

Através da introdugao sistematica de impurezas nos Halogenetos Alcalinos estudados, par-
cularmente o KC1, verificou-se a possibilidade de gerar buracos em linhas de zero-fdnon
(LzF) de centros de cor (bandas inomogéneas), com relativa facilidade (lampada do espec-—
trofotometro - baixa poténcia), apresentando boas estabilidades tica e térmica a 20 K.

A geragao dos buracos nas LZF das bandas R nas amostras de KC1:KOH (742,0 om), KC1:LiCl:
KOH (741,9 om) e KC1:T1I (742,1 om), evidenciam o fato da importante infludncia das im-
burezas nos estudos relativos & aplicagio 3 meméria Otica. Verifica-se através deste es-
tudo que nao somente o parametro de rede e o grau de aglomerados de centros F sd@o impor-

tantes na obtengdo de LZF adequadas para a meméria Stica, mas também o tipo de impureza
introduzida na matriz.

Esta pesquisa teve o apoio financeiro da CAPES e FAPESP.

DEF/9:25/4%%. | sngrrse QUANTITATIVA DA LUMINESCENCIA DO Ho®* EM LiYF., (YLF) - Lilia
Coronato Courrol*, Marcos Duarte**, Laércio Gomes, Martha Marques
Ferreira Vieira, Marly Bueno de Camargo e Spero Penha Morato - Tni

tituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares — IPEN/CNEN/SP.

Os cristais ionicos dopados com ions de terras raras sio de grande importancia na
construcao de lasers do estado sélido operantes na regido do IR. Estudamos a luminescencia
e excitacao do Ho’* no YLF em temperaturas entre 300 e 9 K para as concentracoes de 0,8 e
100%. Essas medidas s3o importantes para a determinacio das razdes de ramificacao dos va
rios canais luminescentes do fon dopante. Pretendemos ainda medir a componente nao radig
tiva de algumas transicoes do Ho** ( a 300K) via espectroscopia fotoacustica (F.A.) e ve
rificar a complementariedade do sinal F.A. com relacao ao sinal luminescente.
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